PROVA IE-718

Exercicio 1
Para um transistor bipolar com perfil e geometria apresentados abaixo, calcular todos

os pardmetros do modelo elétrico e fazer um gréifico de B x I.e de Bex I
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Exercicio 2

Tragar graficos de In I x Ve B, x I.e para um transistor PNP lateral,
com geometria e dopagens (constantes) apresentadas abaixo.

N,=5.10" cm”

N_=5.10" cm™

N, =5.10" cm”

Observacoes:
I- Calcular JBWE apenas para o transistor reverso no Exercicio 1, onde a

camada epitaxial e a camada enterrada funcionam como emissor.
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Podemos resumir os efeitos de segunda ordem no modelamento
do transistor bipolar calculando:

1) As correntes criticas de:

- Alta Injecdo na Base

- Defocalizacao na Base

- Alargamento da Base no Emissor

2) As correntes nas zonas passivas
-Corrente de superficie I,

-Corrente Lateral IL

No nosso caso, para I, foi medido: y=27ey=7.10* A.cmen_= 1,8
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Alargamento da Base dentro do Emissor
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A corrente de coletor € sempre dada por:
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A corrente de de superficie € dada por:
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A corrente de recombinacao lateral é dada por:
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A corrente intrinseca de base (SEM DEFOCALIZACAO) é dada por:

V
( IB():“_O‘N())ISJO'GXP(V_M_I)

T

A corrente intrinseca de base (COM DEFOCALIZACAO) é dada por:
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